Quarta-feira, 11 de dezembro de 2013 — 10:10-12:00h

SEL0314 — Circuitos Eletronicos I1 P3 A

No USP
Nome:

1. (1,0) Flip-Flop tipo D
a) Desenhe um Flip-Flop tipo D, com Set e Reset tipo NAND, usando l6gica CMOS por chave de passagem.
b) Qual é o niimero minimo de transistores MOS para esse Flip-Flop?

2. (1,0) Qual dos valores abaixo mais se aproxima do ganho (em médulo) do amplificador CMOS da Para a Fig. 1?7
Considere: VCC=10V, R1=R2=10M(2, R3=5k(2, C1 e C2 sao grandes o suficiente para que sua impedancia seja

desprezivel na frequéncia de operagao do amplificador, k;,W/L = k,W/L = 2mA/V?, Va,, = [Va,| = 100V /V,
Vin, = |Vip| = 2V, RA=Re=100k2, V1=v; e a tensdo sobre R3 ¢ a tensdo de saida v,.
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Figura 1: Amplificador CMOS.

3. (1,0) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas alternativas abaixo:

b
c)

d) () O valor ganho do amplificador é negativo.

0
a) () A polaridade de C1 na figura estd errada.
) () A polaridade de C2 na figura estd errada.
(

) O ganho do amplificador é menor devido a carga estar ligada em VCC.

4. (1,0) Qual é o valor de Rx na Fig. 2, para que Q1 fique no limiar de saturagao? Considere 5; = 50, f2 = 25,
vpe1 = 1,2V, vggs = 1,5V. Considere que no terminal SW+ entra uma corrente de 50A, que sai pelo terminal
SW-.
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Figura 2: Darlington hibrido NPN-PNP.



5. (1,0) Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas alternativas abaixo:

a) () O dispositivo PUT (programmable unijunction transistor) possui 5 camadas enquanto que o SCR possui
somente 4.

a) () O SCR é disparado por uma corrente positiva da porta para o catodo, enquanto que o PUT é disparado
por uma corrente negativa (que sai) da porta para o catodo.
6. (1,0) Considerando uma modulagdo em largua de pulso com uma frequéncia de portadora de 100kHz, taxa de
subida de 1V /us e de descida de —5V /us, qual é a largura do pulso para uma tensdo da onda modulante de 4V?
a) 4pus  b) 10us c¢) 5us  d) 4,8us  e) n.d.a
7. (1,0) Para o circuito da Fig. 3, considere R1=2R2=10k(?, R3=4,7kQ, C=2,2nF. O amplificador operacional

utilizado é alimentado por VCC=5V e VEE=-5V, possui tensao maxima de saida igual a VCC-3V e minima de
VEE+2V. Assinale o valor de Vg do Schmitt Trigger do circuito:

a) 25V b) 1V ¢) 1.5V d)2V e)nda

8. (1,0) Para o circuito da Fig. 3, assinale o valor de Vrr, em médulo:
a) 25V b)1V ¢) 1.5V d)2V e)nda

9. (1,0) Para o circuito da Fig. 3, qual dos valores mais de aproxima da frequéncia no terminal OUT?
a) 50kHz b) 5kHz c¢) 10kHz d) 100kHz e) 1kHz
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Figura 3: Gerador de onda triangular.

10. (1,0) Assinale a forma de onda da tensao no terminal OUT:

a) Quadrada  b) Senoidal ¢) Dente de serra
d) Retangular e) n.d.a.

Férmulas

MOSFET N

1., W 1
Regido de saturacao: ip = ikﬁlf(vgg —Vi)2(1 + Mps); A= 7o Condi¢ao: vps > vgs — Vi;
A

w 1
Regiao triodo: ip = k;f <(vgs —Vi)vps — 2v2DS) (14 Avps);

Para o MOSFET canal P, utilizar k), ao invés de k;, nas férmulas acima.

'UBE
Corrente no diodo: ip = Ig (e Vo — 1)

VBE 1
ﬂ e Vr — —
Ganho de corrente forcado em um BJT: ZL2reed — AR
Br vpe  fp
eVr + —
Br
Modelo Ebers-Moll de transporte:
. I ZBE . I, ‘BC . . .
!BE = 57 (6 Vro — 1) 'BC = B—R (e Vro — 1) ice = Brige — BriBC



